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(57)摘要

本发明公开了一种带抗静电膜的液晶面板，

包括面板本体（1）和抗静电复合膜（2），所述的抗

静电复合膜（2）位于面板本体（1）上；所述的抗静

电复合膜（2）包括增透膜层（21）和抗静电膜层

（22），所述的增透膜层（21）位于液晶面板上，所

述的抗静电膜层（22）位于增透膜层（21）上；所述

的增透膜层（21）的材料为氮氧化硅，所述的抗静

电膜层（22）的材料为三氧化二锑和二氧化锡复

合材料。本发明还公开一种液晶面板上抗静电膜

的制备方法。本发明用于提升液晶面板的抗静电

性能。
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1.一种带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：包括面板本体（1）和抗静电复合膜（2），所

述的抗静电复合膜（2）位于面板本体（1）上；所述的抗静电复合膜（2）包括增透膜层（21）和

抗静电膜层（22），所述的增透膜层（21）位于液晶面板上，所述的抗静电膜层（22）位于增透

膜层（21）上；所述的增透膜层（21）的材料为氮氧化硅，所述的抗静电膜层（22）的材料为三

氧化二锑和二氧化锡复合材料。

2.根据权利要求1所述的带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：所述的抗静电膜层（22）

的材料按质量计为5%~40%的三氧化二锑和60%~95%的二氧化锡组成的符合材料。

3.根据权利要求1所述的带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：所述的增透膜层（21）的

厚度在10nm~50nm之间，所述的抗静电膜层（22）厚度在8nm~30nm之间。

4.根据权利要求1所述的带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：所述的面板本体（1）包

括上基板玻璃（11）、滤光片（12）、像素阵列（13）、边框（14）、下基板玻璃（15）和液晶材料

（16），所述的滤光片（12）位于上基板玻璃（11）的内侧，所述的像素阵列（13）位于下基板玻

璃（15）的内侧，所述的边框（14）围设在上基板玻璃（11）和下基板玻璃（15）之间空间的边

缘，所述的液晶材料（16）填充在在上基板玻璃（11）和下基板玻璃（15）之间的空间。

5.根据权利要求4所述的带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：所述的像素阵列（13）所

在位置还设置有触控单元。

6.根据权利要求5所述的带抗静电膜的液晶面板，其特征在于：所述的上基板玻璃（11）

和下基板玻璃（15）均为薄化基板玻璃，厚度均为0.1mm~0.4mm之间值。

7.一种权利要求1~6中液晶面板上抗静电膜的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、液晶面板表面清洁处理；

S2、在液晶面板表面通过溅射镀膜的方式镀氮氧化硅膜层；

S3、在氮氧化硅膜层表面通过溅射镀膜的方式镀金属氧化物膜层，金属氧化物为三氧

化二锑与二氧化锡组成的复合材料。

8.根据权利要求7所述的液晶面板上抗静电膜的制备方法，其特征在于：所述的符合材

料按质量百分比计，包括5%~40%的三氧化二锑和60%~95%的二氧化锡。

9.根据权利要求7所述的液晶面板上抗静电膜的制备方法，其特征在于：步骤S2和S3中

溅射镀膜时的真空度为5×10-3~5×10-4Pa，溅射镀膜时的温度为30℃~130℃。
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一种带抗静电膜的液晶面板及抗静电膜的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶面板技术领域，具体涉及一种带抗静电膜的液晶面板及抗静电膜

的制备方法。

背景技术

[0002] 手机、平板电脑和智能穿戴等移动电子设备在人们生活中已经不可或缺，这些电

子产品在不同使用环境下的能否正常工作，是考量一个产品品质的关键。以手机为例，其抗

静电能力要求比较高，通常要求能抵抗6KV~12KV电压的静电，抗静电能力不仅体现整机结

构和电路设计，还涉及到每个零部件的抗静电能力。液晶模组是手机的第一媒介，位于手机

的最前端，最容易被静电击伤。为了抗击静电，通常在液晶面板的外表面制作一层透明导电

ITO（氧化铟锡）膜，作为抗静电膜，用银浆把ITO（氧化铟锡）抗静电膜与面板的地相连导通，

起到疏通静电的作用，保护液晶面板不被静电击伤。通常这层ITO（氧化铟锡）抗静电膜的面

电阻为200Ω/cm2~1000Ω/cm2。

[0003] 随着液晶显示技术的发展，触控和显示一体化成为液晶面板发展方向。所谓触控

和显示一体化是指液晶面板集成了触控和显示两个功能，是把触控单元制作在液晶面板的

内侧，触控和显示共用一部分电极。触控和显示的控制芯片合二为一，工作时通过芯片的分

时扫描技术分别对触控和显示做出响应，两者互不干扰。为了保证抗静电的能力，液晶面板

的外表面需要一层抗静电膜，传统ITO（氧化铟锡）抗静电膜，面电阻只能达到千欧级，与地

相连通后，吸收掉大部分电荷并降低了触控时电容值的变化和灵敏度，从而影响触控的效

果。

发明内容

[0004] 本发明解决的技术问题是提供一种带抗静电膜的液晶面板及抗静电膜的制备方

法，来提升抗静电膜的性能。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：一种带抗静电膜的液晶面板，包括面

板本体和抗静电复合膜，所述的抗静电复合膜位于面板本体上；所述的抗静电复合膜包括

增透膜层和抗静电膜层，所述的增透膜层位于液晶面板上，所述的抗静电膜层位于增透膜

层上；所述的增透膜层的材料为氮氧化硅，所述的抗静电膜层的材料为三氧化二锑和二氧

化锡复合材料。

[0006] 进一步地，所述的抗静电膜层的材料按质量计为5%~40%的三氧化二锑和60%~95%

的二氧化锡组成的符合材料。

[0007] 进一步地，所述的增透膜层的厚度在10nm~50nm之间，所述的抗静电膜层厚度在

8nm~30nm之间。

[0008] 进一步地，所述的面板本体包括上基板玻璃、滤光片、像素阵列、边框、下基板玻璃

和液晶材料，所述的滤光片位于上基板玻璃的内侧，所述的像素阵列位于下基板玻璃的内

侧，所述的边框围设在上基板玻璃和下基板玻璃之间空间的边缘，所述的液晶材料填充在
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在上基板玻璃和下基板玻璃之间的空间。

[0009] 进一步地，所述的像素阵列所在位置还设置有触控单元。

[0010] 进一步地，所述的上基板玻璃和下基板玻璃均为薄化基板玻璃，厚度均为0.1mm~
0.4mm之间值。

[0011] 另外，本发明还公开一种液晶面板上抗静电膜的制备方法，包括如下步骤：

S1、液晶面板表面清洁处理；

S2、在液晶面板表面通过溅射镀膜的方式镀氮氧化硅膜层；

S3、在氮氧化硅膜层表面通过溅射镀膜的方式镀金属氧化物膜层，金属氧化物为三氧

化二锑与二氧化锡组成的复合材料。

[0012] 进一步地，所述的符合材料按质量百分比计，包括5%~40%的三氧化二锑和60%~95%

的二氧化锡。

[0013] 进一步地，步骤S2和S3中溅射镀膜时的真空度为5×10-3~5×10-4Pa，溅射镀膜时

的温度为30℃~130℃。

[0014] 本发明实现的有益效果如下：

用氮氧化硅材料作为增透膜层、用氧化二锑和二氧化锡复合材料作为抗静电膜层，形

成的抗静电复合膜550nm光线的穿透率为98.5%~99.6%，而传统的直接用氧化铟锡作为抗静

电膜光线的穿透率为95%~98%，光透过率显著提高。该抗静电复合膜2的显示颜色色差在-

0.003~+0.005范围内，比用氧化铟锡作为抗静电膜更小。该抗静电复合膜2的面电阻为1×

107Ω/cm2~1×1010Ω/cm2，而传统的氧化铟锡抗静电膜的面电阻为200Ω/cm2~1000Ω/cm2，

避免了面电阻偏低吸收掉大部分电荷，并降低了触控时电容值的变化和灵敏度，从而影响

触控的效果。

[0015] 通过溅射镀膜的方式制作氮氧化硅膜层和金属氧化物材料膜层，制作的膜层纯度

高、致密性好、膜层厚度均匀，从而制作的抗静电复合膜透光性更好、抗静电能力更佳，且整

个液晶面板上不会出现漏洞；另外，溅射镀膜的方式可以在大面积基板上成膜，适用于在液

晶面板上制作抗静电膜。

附图说明

[0016] 图1为本发明实施例一中带抗静电膜的液晶面板的结构示意图。

[0017] 附图标记说明：1-面板，11-上基板玻璃，12-滤光片，13-像素阵列，14-边框，15-下

基板玻璃，16-液晶材料，2-抗静电复合膜，21-增透膜层，22-抗静电膜层。

[0018] 附图仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制；为了更好说明本实施例，附

图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对于本领域技术人员来说，

附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的；相同或相似的标号对应相同或相似

的部件；附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制。

具体实施方式

[0019] 为了便于本领域技术人员理解，下面将结合附图以及实施例对本发明进行进一步

详细描述。

[0020] 实施例一
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参阅图1，一种带抗静电膜的液晶面板，包括面板本体1和抗静电复合膜2，面板本体1用

于图像显示，抗静电复合膜2起到抗静电作用，以保护面板本体1。所述的抗静电复合膜2位

于面板本体1上，具体位于上基板玻璃上面。所述的抗静电复合膜2包括增透膜层21和抗静

电膜层22。

[0021] 所述的增透膜层21位于液晶面板上，所述的增透膜层21的材料为氮氧化硅，通过

增透膜层21可以增加光更多的透过抗静电符合膜2，避免光的损失，影响液晶面板的显示效

果。所述的抗静电膜层22位于增透膜层21上，起到抗静电的作用，所述的抗静电膜层22的材

料为三氧化二锑和二氧化锡形成的复合材料。

[0022] 通过实验验证，上述的抗静电复合膜，550nm光线的穿透率为98.5%~99.6%，而传统

的直接用氧化铟锡作为抗静电膜光线的穿透率为95%~98%，光透过率显著提高。该抗静电复

合膜2的显示颜色色差在-0.003~+0.005范围内，比用氧化铟锡作为抗静电膜更小。该抗静

电复合膜2的面电阻为1×107Ω/cm2~1×1010Ω/cm2，而传统的氧化铟锡抗静电膜的面电阻

为200Ω/cm2~1000Ω/cm2，避免了面电阻偏低吸收掉大部分电荷，并降低了触控时电容值的

变化和灵敏度，从而影响触控的效果。

[0023] 所述的增透膜层21的厚度在10nm~50nm之间，所述的抗静电膜层22厚度在8nm~
30nm之间。

[0024] 参阅图1，所述的面板本体1包括上基板玻璃11、滤光片12、像素阵列13、边框14、下

基板玻璃15和液晶材料16，所述的滤光片12位于上基板玻璃11的内侧，所述的像素阵列13

位于下基板玻璃15的内侧，所述的边框14围设在上基板玻璃11和下基板玻璃15之间空间的

边缘，所述的液晶材料16填充在在上基板玻璃11和下基板玻璃15之间的空间。另外，所述的

像素阵列13所在位置还设置有触控单元，从而液晶面板可以做出触控显示一体化的面板。

[0025] 所述的上基板玻璃11和下基板玻璃15均为薄化基板玻璃，厚度均为0.1mm~0.4mm

之间值，从而可以使得液晶面板更加轻薄。

[0026] 实施例二

一种液晶面板上抗静电膜的制备方法，可在真空溅射镀膜机中完成，工艺过程包括如

下步骤：

S1、液晶面板表面清洁处理，使用水或者液晶面板专用的清洗剂清理液晶面板的上表

面，去除粉尘、油污等异物；

S2、在液晶面板表面通过溅射镀膜的方式镀氮氧化硅膜层，溅射镀膜时的真空度优选

为5×10-3~5×10-4Pa，溅射镀膜时的温度优选为30℃~130℃；氮氧化硅膜层厚度控制在

10nm~50nm之间；

S3、在氮氧化硅膜层表面通过溅射镀膜的方式镀金属氧化物膜层，所述金属氧化物为

三氧化二锑与二氧化锡组成的复合材料，按质量计，优选为5%~40%的三氧化二锑和60%~95%

的二氧化锡，金属氧化物膜层的厚度控制在8nm~30nm之间。

[0027] 上述溅射镀膜时用的氮氧化硅靶材和金属氧化物靶材可以是平面型，也可是旋转

型。氮氧化硅靶材和金属氧化物靶材安装在同一台磁控真空溅射镀膜机的两个不同腔体

内，方便镀膜时选择使用。

[0028] 上述通过溅射镀膜的方式制作氮氧化硅膜层和金属氧化物材料膜层，制作的膜层

纯度高、致密性好、膜层厚度均匀，从而制作的抗静电复合膜透光性更好、抗静电能力更佳，
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且整个液晶面板上不会出现漏洞；另外，溅射镀膜的方式可以在大面积基板上成膜，适用于

在液晶面板上制作抗静电膜。

[0029] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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专利名称(译) 一种带抗静电膜的液晶面板及抗静电膜的制备方法

公开(公告)号 CN110322800A 公开(公告)日 2019-10-11

申请号 CN201810263960.5 申请日 2018-03-28

[标]申请(专利权)人(译) 惠州市宝明精工有限公司

申请(专利权)人(译) 惠州市宝明精工有限公司

当前申请(专利权)人(译) 惠州市宝明精工有限公司

[标]发明人 赵之光
何伦贤

发明人 赵之光
何伦贤

IPC分类号 G09F9/35

CPC分类号 G02B1/113 G02B1/16 G09F9/35

代理人(译) 陈卫
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摘要(译)

本发明公开了一种带抗静电膜的液晶面板，包括面板本体（1）和抗静电
复合膜（2），所述的抗静电复合膜（2）位于面板本体（1）上；所述的
抗静电复合膜（2）包括增透膜层（21）和抗静电膜层（22），所述的增
透膜层（21）位于液晶面板上，所述的抗静电膜层（22）位于增透膜层
（21）上；所述的增透膜层（21）的材料为氮氧化硅，所述的抗静电膜
层（22）的材料为三氧化二锑和二氧化锡复合材料。本发明还公开一种
液晶面板上抗静电膜的制备方法。本发明用于提升液晶面板的抗静电性
能。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9c5640c1-bafd-4439-a111-0b10efaa07fa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068109917/publication/CN110322800A?q=CN110322800A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN110322800A

